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BJT Bipolar Junction Transistor

pnp-transistori

uBg = UBE + Upe
ucg = Ucg + Uce
ig = Ip +ip

ic = Ic + ic

lig| = liB| + lic]

C(ollector)

UCE = UBE — UBC UEC = UEB — UCB

Itseisarvomerkkeji ei tarvita,
jos suunnat valitaan kuvan
mukaisesti; IEC médrittelee
virtojen suunnat sisdanpain.

Itseisarvomerkkeji ei tarvita,
jos suunnat valitaan kuvan
mukaisesti; IEC médrittelee
virtojen suunnat sisdanpain.
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Avaus/Sulku/Liitos-FET e-nmosfet d-nmosfet njfet e-pmosfet d-pmosfet pifet
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ZGS i gGS —tzgs G(ate) v G " G ﬂ G " G v G =

i I ey o —_ | )
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